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Sposéb wzglednego pomiaru przezroczystosci
cienkiej warstwy materiatu polprzewodnikowego
podczas naparowywania jej na podioze szklane
w komorze préiniowe;j

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wzglednego pomiaru przezroczystoSci cienkiej warstwy
materiatu p6tprzewodnikowego podczas naparowywania jej na podtoze szklane w komorze pré-
zniowej, stosowany zwlaszcza w procesie wytwarzania warstwy $wiatloczulej lamp analizujgcych
typu widikon.

Znane s3 sposoby pomiaru przezroczysto$ci warstwy materiatu pétprzewodnikowego naparo-
wywanej na podtoze szklane w komorze préiniowej, ktdre polegaja na przepuszczaniu przez
mierzong warstw¢ $wiatla, padajacego nast¢pnie na element fotoelektryczny polaczony poprzez
wzmacniacz z miernikiem pradu elektrycznego i odczytywaniu wzglednych zmian wielkosci pradu
fotoelektrycznego w trakcie procesu naparowywania. Ustawianie wskazaff miernika na 100%
przezroczystosci dla podtoza niepokrytego przeprowadza si¢ metodaq korekty natgzenia §wiatla,
ktérego Zroédiem jest zwykle zarnik wolframowy.

Sposéb ten posiada wad¢ wprowadzajaca réinice w pomlarach dla kolejnych proceséw
naparowywania, gdyz korekta nat¢Zzenia $wiatla wigze si¢ ze zmiang temperatury Zarnika, od ktdrej
to uzalezniony jest rozktad widmowy emitowanego przez Zarnik promieniowania §wietinego.

Zgodnie z istota wynalazku, przed serig pomiaréw, miernik pradu fotoelektrycznego wyce-
chowuje si¢ w taki sposdb, aby 100% przezroczysto$ci wskazywal dla niepokrytego podioza
szklanego, a 40% dla podtoza z naparowana prézniowo warstwa spektralnie czystego selenu o
grubosci 80 nm. Przy pomiarze przezroczystosci kolejnych podtozy szklanych przed rozpoczgciem
procesu naparowywania ustawia si¢ kazdorazowo wskazania miernika na 100% za pomocg regula-
cji- czutoéci wzmacniacza. Nat¢zenie $Swiatta w trakcie wszystkich czynno$ci pomiarowych pozo-
staje niezmienione, w zwigzku z czym rozklad widmowy promieniowania §wietlnego rowniez nie
ulega zmianie. Taki spos6b pomiaru pozwala na uzyskiwanie powtarzalnych i porownywalpych
wynikéw dla réznych serii produkcyjnych. Wyniki te dodatkowo moga by¢ wykorzystywane do
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oceny grubosci rzeczywistej naparowywanych warstw, gdyz przy statym rozkladzie widmowym
zrodta §wiatta mozna wykonaé wykres wzorcowy przezroczystosci w funkcji grubosci mierzone;j
warstwy.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na podstawie przyktadowego schematu uktadu pomia-
rowego przedstawionego na rysunku.

Swiatto z zaréwki 2, zasilanej napigciem statym stabilizowanym z zasilacza 1, przechodzi przez
podtoze szklane 4 w ksztatcie ptaskiego krazka umieszczonego w gniezdzie obrotnicy urzadzenia
prézniowego i pada na fotorezystor S.

Prad wzbudzony w fotorezystorze § jest wzmacniany przez wzmacniacz 6 o regulowanym
wzmocnieniu. Dla podloza szklanego 4 bez naparowanej warstwy materiatu pétprzewodnikowego
ustala si¢ wzmocnienie wzmacniacza 6 tak,aby miernik pradu 7 wskazywat 100% przezroczystosci.
Nast¢pnie w miejsce podtoza niepokrytego wstawia si¢ takie samo podtoze szklane 4znaparowang
prozniowo cienka warstwa 3 selenu o grubosci 80 nm i przy niezmienionym wzmocnieniu wzmac-
niacza 6 wycechowuje si¢ miernik pradu 7 w taki sposdb, aby wskazywatl 40% przezroczystosci. Po
takim wycechowaniu wskazan miernika 7 wykonuje si¢ pomiary przezroczysto$ci cienkich warstw
materiatu pétprzewodnikowego SbaS;. Kazdorazowo, bezposrednio przed naparowaniem Sb,S;,
wplyw kolejnego egzemplarza podtoza szklanego 4 na pomiar eliminuje si¢ ustawiajac wskazania
miernika 7 na 100% poprzez zmiang wzmocnienia wzmacniacza 6. W trakcie naparowywania Sb.S:
na podtoze szklane 4 miernik 7 zmienia swoje wskazania w miar¢ wzrostu gruboéci cienkiej warstwy
3 dajac wynik wzglednego pomiaru przezroczystosci tej warstwy. Z uprzednio wykonanego wzor-
cowego przebiegu wskazan przezroczystosci w funkcji grubosci warstwy mozna réwniez odczytaé
grubo$¢ naparowanej warstwy materialu pétprzewodnikowego.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wzglednego pomiaru przezroczystodci cienkiej warstwy materiatu pétprzewodniko-
wego podczas naparowywania jej na podioze szklane w komorze préiniowej, polegajacy na
przepuszczaniu przez mierzong warstwe¢ $wiatta padajacego nastgpnie na element fotoelektryczny
polaczony poprzez wzmacniacz z miernikiem pradu elektrycznego i odczytywaniu wzglednych
zmian wielkosci pradu fotoelektrycznego w trakcie procesu naparowywania, znamienny tym, Ze
przed serig pomiaréw miernik pradu elektrycznego wycechowuje si¢ w taki sposéb, aby 100%
przezroczysto$ci wskazywat dla niepokrytego podtoza szklanego, a 40% dla podfoza z naparowana
prézniowo warstwa spektralnie czystego selenu o grubosci 80 nm, a przy kazdym pomiarze przed
rozpoczgciem procesu naparowywania na kolejne podtoze szklane, ustawia si¢ wskazania miernika
na 100% przezroczysto$ci za pomoca regulacji czuto$ci wzmacniacza, przy czym w trakcie wszyst-
kich czynno$ci pomiarowych natgzenie §wiatta pozostaje niezmienione.
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